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编 制 说 明

一、任务来源

《低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规范》团体

标准已于 2023 年 9 月经中国国际科技促进会正式批准立项，项目预

计开发周期为 2024 年 3 月至 2024 年 6月。中国国际科技促进会提出

制定该项团体标准，本标准由中国国际科技促进会归口。本团体标准

的主要起草单位是。

二、目的和意义

团体标准《低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规

范》的制定旨在解决因材料生长条件和方法多样性导致的材料质量不

一致问题，确立表征技术的统一标准以克服物理、化学特性评估标准

不一致带来的性能评价差异，提高电子元器件制作的可靠性。同时还

解决元器件性能不稳定及影响产品可靠性和寿命的问题，进而提高材

料与元器件的一致性和标准化程度，增强产品的性能稳定性和可靠性，

促进产业链的协同发展。

该标准的实施通过确立清晰的生长、表征和制作流程规范，来提

升材料和元器件的质量一致性和标准化程度，为大规模生产和应用打

下坚实基础。提升产品的稳定性和可靠性，促进产业链各环节的有效



对接和协同工作，加速低维半导体材料及电子元器件的产业化进程，

共同推动行业的持续健康发展。

因此，《低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规范》

团体标准的制定和实施对于提高材料与元器件的一致性和标准化程

度，增强产品的性能稳定性和可靠性，促进产业链的协同发展。

三、标准制定原则及主要内容

（一）标准编制原则

1.科学性

本标准的制定充分遵照国内相关法律法规，标准主要内容和各项

技术要求科学合理。本标准严格按照 GB/T 1.1-2020 的规定编写，且

确保与国家标准、行业标准中的术语和词汇保持一致，采用国家标准

中规定的术语和广大用户熟悉的词汇。

2.适用性

本标将有助于提升产品的稳定性和可靠性，促进产业链各环节的

有效对接和协同工作，加速低维半导体材料及电子元器件的产业化进

程，共同推动行业的持续健康发展。

3.协调性

本标准的协调性是指本标准符合国家的政策，贯彻国家的法律法

规，与低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规范的相关



标准规范协调一致、衔接配套，符合国家、行业、地方管理部门以及

社会团体的需求。

4.可操作性

本标准的可操作性是力求标准文本结构清楚、准确、相互协调、

易于理解，具有适用性和可操作性。

（二）标准制订主要依据

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验

Db:交变湿热(12h + 12h 循环)

GB/T 13971 紫外线气体分析器技术条件

GB/T 35392 无损检测 电导率电磁（涡流）测定方法

GB/T 36083-2018 纳米技术 纳米银材料 生物学效应相关的理

化性质表征指南

（三）本标准的主要内容

本文件编写遵循“统一、协调、简化、优化”标准化原理。在文

件的主要结构框架、规范性要素的确定上仔细斟酌。在主要规范性技

术要素的选择上进行了重点研究，本文件主要包括以下主要内容：

1.总则

文件第 4 章阐述了低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作

流程的总则，包括基本原则、生长要求、表征技术。



2.电子元器件制作流程

文件第 5 章规定了电子元器件的制作流程，包括概述、材料准备、

清洗、图案化、掺杂、沉积、蚀刻、热处理、元器件组装。

3.检验与测试

文件第 6 章规定低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流

程的检验与测试，包括检查要求、检查方法。

四、主要工作过程

（一）成立工作组，确认需求，制定工作计划

标准研究工作启动后，中国国际科技促进会第一时间成立了标准

编制工作组，负责项目的指导与具体实施工作。标准编制工作组完成

《需求确认书》和《标准设计规范》，其中《标准设计规范》中规定

了整体工作计划、识别了相关影响因素、制定了应对措施，通过召开

编制组工作人员会议，明确了任务要求，为推进项目顺利实施奠定了

良好的基础。

（二）开展调研，资料分析、比较和研究

标准编制工作组于 2024 年 3 月开展了低维半导体材料生长、表

征及电子元器件制作流程规范相关法律法规及标准情况调研工作，收

集整理国家、行业法律法规以及相关文献资料。在调研中，主要查阅

了低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程相关的标准规范

及法律法规等重要资料。标准起草工作小组对低维半导体材料生长、



表征及电子元器件制作流程相关的法律、法规及相应标准规范等文件

进行了认真的分析、比较和研究，在需求确认和标准设计规范的基础

上，形成了《标准提案》和《标准框架》，完成正式立项手续。

（三）深入研究，起草了标准草案和编制说明

标准起草工作小组在广泛调研的基础上，按照标准化、通用化等

要求，根据标准起草相关规则，进一步查找研究低维半导体材料生长、

表征及电子元器件制作流程相关标准，确定了低维半导体材料生长、

表征及电子元器件制作流程规范的内容。依据 GB/T 1.1-2020《标准

化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T

20001.5-2017《标准编写规则 第 5 部分：规范标准》，对《低维半

导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规范》开展了起草工作，

并经过编制组专家多次修改与讨论，于 2024 年 4 月形成了《标准草

案》和《编制说明》。

（四）工作组集中工作，形成征求意见稿

2024 年 4月，标准编制工作组召开了多次工作组会议集中工作，

标准编制工作组及相关专家主要成员参加了会议。会议从标准文本框

架、内容、格式等方面进行了全面讨论。经过标准编制工作组多次修

改，形成了《征求意见稿》。

五、标准重大分歧意见的处理经过和依据

本文件的制定过程中未出现重大的分歧意见。



六、是否与法律法规强标相协调

本文件的制定过程中比对了《危险化学品安全管理条例》《固体

废物污染环境防治法》等相关法律法规和标准规范，并与相关管理规

范相协调一致。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议在本文件通过审定后，尽快作为团体标准发布、实施。

八、贯彻标准的要求措施建议

在文件的后续应用实践过程中，建议做好：

（一）组织宣贯

本文件发布实施后，计划组织《低维半导体材料生长、表征及电

子元器件制作流程规范》标准推广实施，用本文件指导低维半导体材

料生长、表征及电子元器件制作流程规范相关方对标准的学习，促进

标准应用，满足低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程工

作的需求。

（二）推广实施

1) 本文件发布后，将通过《低维半导体材料生长、表征及电

子元器件制作流程规范》团体标准相关培训进行文件的宣贯，通过中

国国际科技促进会进行低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作

流程相关方如企业内部、产业链合作伙伴、同行企业、研究机构与高

校等推广实施。



九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应文件。

十、本标准编制说明的附件

无。

《低维半导体材料生长、表征及电子元器件制作流程规范》

团体标准起草工作小组

2024 年 4月
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